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6. GaAs単結 晶の光電子 のエネルギー分光

亡目的】
佐 藤 和 夫

スピン編橿電子捷生成のため予編実数の一つで､ GaAs単括品の (100)

i(lil)盲 にHe-Neレーザ- (632.8- )を.g射 し､ 引 き出された光電子を

半球型阻止竜噂方式分光書'を用 いてエネルギー分光を行うこと.

【光電子分光】

光電子分光法は光電効果で外部に放出される電子の運動エネルギー､即ち光

電子 スペク トルを解析 して､分子または結晶内の電子の結合エネルギーやエネ

ルギー準位の分布曲操を求めるものである｡

ある電圧差に保たれた電極間を静電場に

よる力に逆 らって電子が進むと､ その電子

u初 め二持ってい缶運動エネルギーを失 う｡

従 って､竃橿問のポテンシャルエネルギー

より大 きい運動エ ネルギーを持つ電子だけ

がここを逮遵することができ､補集電極に

入 り溝定される●捕集電鐘に法れ込む竃涼

と阻止電圧 との関係の一例を固Aに示す二

回Aを阻止電圧について̀微分すると国 Bの

ようなエネルギー分布スペク トルが得 られる｡

(装二を}

概略図は国Cの とうりにな

っている〇

･GaAs試料ホルダーは

トランス ファー ･ロt.:･Fの先

に付けられてお り､ 前 後及

び回転運動が可能である.

またヒー ト･クリーニング用

の ヒ-タ-と.* 竜対 が内蔵

されている｡
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阻止電場V対コレクタ一花托′の理想的な

申且?形 (A);叫 の微分形 (i).

国A,B 光電子分光の概念図

VAF3(ABLEtEAKVALyE

T恥NSFER榔 GcA～

Gc▲sHIOER

･LN2ジ十ケッは ヒー ト･クリーニング
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-770-

団 C 装置 概略図
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冷却するためにもうけてある｡

･半球型阻止電場方式分光書は-GaA sからの光電子を分光するための も･ので､

6枚の電轟から成 っている.周 Dーめ ように6枚の電極は内儀か ら41枚 がメッ

シュで､外翻の 2枚 u半球面 にな り､ それぞれ独立に電圧をかけられ るよ

うになっている.

[実装】

･GaA sは真空槽に耕み込む前に化学的に表面を洗浄 しなければならない.

･GaA s表面はさらに超高真空中で ヒー ト･クリーニ ングによって洗浄化き

れ る〇

･LN2ジャケ ッ トを用 いて童謡 もで冷却 した後 NEA表面を達成す るために､

Csと 0 2を洗浄表面に橿敬重付着 させながらHe-Ne:レーザーを照射す
る｡

･光電子を枚i#しなから表面処理 を続 けt光電子高まがあ る程度安定 したとこ

ろで分光を行う｡
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固 D 分光器


